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【57】申請專利範圍
1.　一種多頻天線封裝結構，該結構係包括：一第一重佈線層，係包括一具有複數開口的第
一介電材料層，及設置於該第一介電材料層的複數開口中的複數第一金屬層；一積體電

路層，係設置於該第一重佈線層上，該積體電路層包括至少一金屬通孔(via)、至少一金
屬柱(pillar)、一積體電路晶片和一模製(molding)層，其中該模製層用以填充於該金屬通
孔形成的複數開口內，該金屬柱以及該積體電路晶片設置在該第一重佈線層上，該金屬

通孔電連接該等第一金屬層的其中一者，該金屬柱電連接該積體電路晶片與該等第一金

屬層的其中一者；一第二重佈線層，形成在該積體電路層上，該第二重佈線層包括一第

二介電材料層和形成在該第二介電材料層的多個開口中的多個第二金屬層，其中該金屬

通孔電連接該等第二金屬層中的其中一者；以及一第一天線單元層，包括一第一介電層

和形成在該第一介電層的複數開口中的複數第三金屬層，其中該等第三金屬層中的至少

一者電連接該等第二金屬層的其中一者，並且該等第三金屬層形成一第一天線單元，其

中該第一天線單元為一多輸入多輸出相位天線，且該積體電路晶片的高度相同於或小於

該金屬通孔的高度。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之多頻天線封裝結構，其中，該積體電路晶片係包括位於該
積體電路晶片之一積體電路上的一第二天線單元。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之多頻天線封裝結構，更包括：一第一屏蔽層，形成於該第
一天線單元層與該第二重佈線層之間，該第一屏蔽層包括形一第一介電層與成於該第二

介質層的多個開口中的多個第四金屬層，其中該等第四金屬層電連接該等第三金屬層與

部分的該等第二金屬層。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之多頻天線封裝結構，更包括：一第一保護層，其中該第一
重佈線層設置於該第一保護層上；一第二保護層，形成在該第一天線單元層上；以及多

個凸塊球(bump balls)，其中該多頻天線封裝結構透過過該等凸塊球安裝在一基板上。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之多頻天線封裝結構，更包括：一第二天線單元層，包括一
第二介電層和形成在該第二介電層的多個開口中的多個第四金屬層，其中該等第四金屬

- 8379 -



層中的至少一者電連接到該等第一金屬層中的其中一者，該等第四金屬層形成該第二天

線單元，且該第一重佈線層形成在該第二天線單元層上。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之多頻天線封裝結構，更包括：一第一屏蔽層，形成於該第
一天線單元層與該第二重佈線層之間，該第一屏蔽層包括一第三介電層與形成於該第三

介電層的多個開口中的多個第五金屬層，其中該等第五金屬層電連接該等第三金屬層與

部分的該等第二金屬層；以及一第二屏蔽層，形成於該第二天線單元層與該第一重佈線

層之間，該第二屏蔽層包括一第四介電層與形成於該第四介質層的多個開口中的多個第

六金屬層，該等第六金屬層電連接該等第四金屬層與部分的該等第一金屬層。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之多頻天線封裝結構，更包括：一第一保護層，其中該第一
重佈線層位於該第一保護層上；一第二保護層，形成在該第一天線單元層上；以及多個

凸塊球，其中該多頻天線封裝結構透過該等凸塊球安裝在一基板上。

8.　如申請專利範圍第 5項所述之多頻天線封裝結構，其中，該第二天線單元為一多輸入多
輸出相位天線。

9.　一種多頻天線封裝結構的製造方法，係包括：提供具有一第一膠層的一第一臨時基板；
在該第一膠層上形成一第一介電材料層，以及在該第一介電材料層的多個開口中形成多

個第一金屬圖案；在該等第一金屬圖案的其中一者上形成至少一金屬通孔；在部分的該

等第一金屬圖案的上形成至少一金屬柱，以及在該金屬柱上設置一積體電路晶片；形成

一模製層以覆蓋該金屬柱、該金屬通孔與該積體電路晶片；薄化(thinning down)該模製層
以暴露該金屬通孔，以形成包括該模製層、該金屬通孔、該金屬柱和該積體電路晶片的

一積體電路晶片層；在該積體電路晶片層上形成一第一重佈線層，其中該第一重佈線層

包括一第二介電材料層和多個第二金屬圖案，其中該等第二圖案形成在該第二介電材料

層的多個開口中；在該第一重佈線層上形成一第一天線單元層，其中該第一天線單元層

包括一第一介電層和形成在該第一介電層的多個開口中的多個第三金屬圖案，其中該等

第三金屬圖案中的至少一個電連接該該等第二金屬圖案的其中一者，且該等第三金屬圖

案形成一第一天線單元；在該第一天線單元層上形成一第一保護層，以形成一第一堆疊

結構；移除具有該第一膠層的該第一臨時基板，並且翻轉該第一堆疊結構以將該第一堆

疊結構粘附到具有一第二膠層的一第二臨時基板上；通過處理該第一介電材料層和該等

第一金屬圖案來形成一第二重佈線層，其中該第二重佈線層包括經處理的該第一介電材

料層和經處理的該等第一金屬圖案；在該第二重佈線層上形成一第二保護層；在該第二

保護層上形成多個凸塊球，從而形成一第二堆疊結構；以及移除具有該第二膠層的該第

二臨時基板，翻轉該第二堆疊結構，以通過該等凸塊球將該第二堆疊結構安裝在一基板

上；其中該第一天線單元為一多輸入多輸出相位天線，且該積體電路晶片的高度相同於

或小於該金屬通孔的高度。

10.   如請求項第 9項所述之多頻天線封裝結構的製造方法，其中該積體電路晶片包括位於該
積體電路晶片之一積體電路上的一第二天線單元。

11.   如請求項第 10項所述之多頻天線封裝結構的製造方法，更包括：在形成該第一天線單元
層之前，在該第一重佈線層上形成一第一屏蔽層，該第一屏蔽層包括一第二介質層和形

成於該第二介質層的多個開口中的多個第四金屬圖案，該等第四金屬圖案電性連接該等

第三金屬圖案和部分的該等第二金屬圖案。

12.   如請求項第 9項所述之多頻天線封裝結構的製造方法，更包括：在形成該第二保護層之
前，在該第二重佈線層上形成一第二天線單元層，其中該第二天線單元層包括一第二介

質層和形成在該第二介質層的多個開口中的多個第四金屬圖案，其中該等第四金屬圖案

電連接該等第一金屬圖案的其中一者，且該等第四金屬圖案形成一第二天線單元。

(2)
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13.   如請求項第 12項所述之多頻天線封裝結構的製造方法，更包括：在形成該第一天線單元
層之前，在該第一重佈線層上形成一第一屏蔽層，該第一屏蔽層包括一第三介質層和形

成於該第三介質層的多個開口中的多個第五金屬圖案，該等第五金屬圖案電性連接該等

第三金屬圖案和部分的該等第二金屬圖案的；以及在該第二天線單元層形成之前，在該

第二重佈線層上形成一第二屏蔽層，該第二屏蔽層包括一第四介質層和形成於該第四介

質層的多個開口中的多個第六金屬圖案，該等第六金屬圖案電性連接該等第四金屬圖案

和部分的該等第一金屬圖案。

14.   一種通訊裝置，包括：一多頻天線封裝結構，包括：一第一重佈線層，包括一第一介電
材料層和形成在該第一介電材料層的多個開口中的多個第一金屬圖案；一積體電路層，

形成於該第一重佈線層上，該積體電路層包括至少一金屬通孔、至少一金屬柱、一積體

電路晶片和一模製層，其中該模製層用以填充該金屬通孔形成的多個開口，該金屬柱以

及該積體電路晶片設置在該第一重佈線層上，該金屬通孔電連接該等第一金屬圖案的其

中一者，該金屬柱電連接該積體電路芯片與該等第一金屬圖案的其中一者；一第二重佈

線層，形成在該積體電路層上，該第二重佈線層包括一第二介電材料層和形成在該第二

介電材料層的多個開口中的多個第二金屬圖案，其中該金屬通孔電連接該等第二金屬圖

案中的其中一者；以及一第一天線單元層，包括一第一介電層和形成在該第一介電層的

多個開口中的多個第三金屬圖案，其中該等第三金屬圖案中的至少一者電連接該等第二

金屬圖案的其中一者，並且該等第三金屬圖案形成一第一天線單元；其中該積體電路晶

片具有作為一處理電路的一積體電路，且該積體電路晶片具有位於該積體電路上的一第

二天線單元，或者該該積體電路晶片不包括有該第二天線單元，但該多頻天線封裝結構

更包括：一第二天線單元層，包括一第二介電層和形成在該第二介電層的多個開口中的

多個第四金屬圖案，其中該等第四金屬圖案中的至少一者電連接到該等第一金屬圖案中

的其中一者，該等第四金屬圖案形成該第二天線單元，且該第一重佈線層形成在該第二

天線單元層上；其中該第一天線單元為一多輸入多輸出相位天線，且該積體電路晶片的

高度相同於或小於該金屬通孔的高度。

15.   如請求項第 14項所述之通訊裝置，其中該通訊裝置係為一加密通訊裝置或一頻率轉換裝
置。

圖式簡單說明

第 1圖係為本發明多頻天線封裝結構示意圖。

(3)
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